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Netz-Thyristor

T590N

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Hochstzulassige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwarts- und Rlckwarts-Spitzensperrspannung | T,; = -40°C... T,jmax Vorm,Vrau | 1200 1600 |V
repetitive peak forward off-state and reverse voltages 1400 1800 |V
Vorwarts-Stossspitzensperrspannung Ty =-40°C... Tyjmax Vpsm 1200 1600 |V
non-repetitive peak forward off-state voltage 1400 1800 | V
Rickwarts-Stossspitzensperrspannung Ty = +25°C... Tyjmax VRsm 1300 1700 |V
non-repetitive peak reverse voltage 1500 1900 |V
Durchlassstrom-Grenzeffektivwert lrRMSM 1250 | A
maximum RMS on-state current
Dauergrenzstrom Tc=85°C Iravm 590 | A
average on-state current
Dauergrenzstrom Tc=55°C,0=180°sin,t, =10 ms | lrawm 840 | A
average on-state current
DurchlaRstrom-Effektivwert ltrRMs 1330 A
RMS on-state current
Stossstrom-Grenzwert T;=25°C °C,t,=10ms Irsm 9400 |A
surge current Ty = Tyjmax, tp = 10 Ms 8000 | A
Grenzlastintegral T;=25°C,tp=10ms 12t 442 (10° A%s
I?t-value Ty = Tyjmax tp = 10 ms 320 | 10° A%s
Kritische Stromsteilheit IN IEC 69747-6 _ (di/dt)e 200 | Alus
critical rate of rise of on-state current f=50Hz, iew = 1A, dig/dt = 1 Alus
Kritische Spannungssteilheit Tyi = Tyjmax Vo = 0,67 Vprm (dvp/dt)er 1000 | V/us
critical rate of rise of off-state voltage 5.Kennbuchstabe / 5" letter F
Charakteristische Werte / Characteristic values
Durchlassspannung Ty = Tyjmax, it =2400 A VT max. 2,15|V
on-state voltage Ty = Tyjmax, it =500 A max. 1,19|V
Schleusenspannung Ty = Tyjmax Viro) 08|V
threshold voltage
Ersatzwiderstand Ty = Tyjmax rr 0,5|mQ
slope resistance
Durchlasskennlinie 100 A <iy <3000 A Tyi = Tyjmax = 9,775E-01
on-state characteristic = 2,642E-04

v. =A+BU_ +Clln(i. +1) +D i = -8,379E-02

T T (i =) T = 2,424E-02

Ziindstrom T,;=25°C, vp =12V loT max. 250 | mA
gate trigger current
Zindspannung Ty =25°C, vp =12V Ver max. 22|V
gate trigger voltage
Nicht ziindender Steuerstrom Ty = Tyjmax Vo = 12V lep max. 10 | mA
gate non-trigger current Ty = Tyjmax, Vo = 0,5 Vpru max. 5| mA
Nicht ziindende Steuerspannung Ty = Tyjmax: Vo = 0,5 Vpru Vep max. 0,25|V
gate non-trigger voltage
Haltestrom T,;=25°C, vp = 12V Iy max. 300 | mA
holding current
Einraststrom Ty =25°C, vp =12V, Rexk 210 Q I max. 1200 | mA
latching current iom = 1A, dig/dt =1 Alus, t; =20 ps
Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom Ty = Tyjmax o, iR max. 50 | mA
forward off-state and reverse current Vb = Vbrwm, VR = VrrM
Zindverzug DIN IEC 60747-6 tga max. 4| ps

gate controlled delay time

T;y=25°C, iem = 1A, dig/dt = 1 Alus
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Elektrische Eigenschaften / Electrical properties
Charakteristische Werte / Characteristic values

Freiwerdezeit ij = ij max» iTM = ITAVM tq typ 250 us

circuit commutated turn-off time Vrm = 100 V, vpm = 0,67 Vpru
dvp/dt = 20 V/ys, -dit/dt = 10 A/us
4.Kennbuchstabe / 4" letter O

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Warmewiderstand Kihlflache / cooling surface Rinsc

thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided, 6 = 180°sin max. 0,045 | °C/W
beidseitig / two-sided, DC max. 0,041 |°C/W
Anode / anode, 6 = 180°sin max. 0,074 | °C/W
Anode / anode, DC max. 0,070 | °C/W
Kathode / cathode, 8 = 180°sin max. 0,104 | °C/W
Kathode / cathode, DC max. 0,100 | °C/W

Ubergangs-Warmewiderstand Kiihlflache / cooling surface Rinch

thermal resistance, case to heatsink beidseitig / two-sides max. 0,007 |°C/W
einseitig / single-sides max. 0,014 | °C/W

Héchstzulassige Sperrschichttemperatur Tjmax 125(°C

maximum junction temperature

Betriebstemperatur Teop -40...+125|°C

operating temperature

Lagertemperatur Tsyg -40...+150 | °C

storage temperature

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehause, siehe Anlage Seite 3

case, see annex page 3

Si-Element mit Druckkontakt

Si-pellet with pressure contact

Anpresskraft F 6...12 | kN

clamping force

Steueranschlisse Gate (flat) A 2,8x0,5 [ mm

control terminals Gate (round, based on AMP 60598) J1,5 | mm
Kathode / cathode A 4,8x0,5 | mm

Gewicht G typ. 300 |g

weight

Kriechstrecke 20 | mm

creepage distance

Schwingfestigkeit f=50Hz 50 | m/s?

vibration resistance
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strike distance: 15mm
Creepage disftance: 20mm

@3.5x3.5
bofh sides

5 Connector
L.8x0.5

L Connector
7.8x0.5

L Connector®1.5
based on
AMP60598

overall height based
on confact pressure

1: Anode / Anode
2: Kathode / Cathode
4: Gate

5: Hilfskathode/
Auxiliary Cathode
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Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Z ¢ fiir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Z ,,c for DC

K[]hlu_ng / Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Cooling

N Rin [°C/W] | 0,00043 | 0,00557 | 0,01900 0,0160 - - -
beidseitig
two-sided

Tn [s] 0,00027 | 0,00221 | 0,08500 0,3600 - - -

. Rin [°C/W] | 0,00034 | 0,00540 | 0,00486 0,0234 0,0360 - -
anodenseitig
anode-sided

T, [s] 0,00024 | 0,00210 | 0,03760 0,1580 2,4700 - -

. Rin [°C/W] | 0,00026 | 0,00524 | 0,01320 0,0346 0,0467 - -
kathodenseitig
cathode-sided

Tn [s] 0,00019 | 0,00192 | 0,05620 0,6500 2,9100 - -

A
|

nmax
Analytische Funktion / Analytical function: Zic = Z Rinn [1 e "
n=1

0,12

0,10

0,08 7 a
0,06 7

0.04 //’/ b

V4 thJC [OCIW]

0,02
//

0,00
0,001 0,01 0,1 t[s] 1 10 100

Transienter innerer Warmewiderstand fiir DC / Transient thermal impedance for DC
Z e = f(t)

a - Anodenseitige Kuhlung / Anode-sided cooling
b - Beidseitige Kuhlung / Two-sided cooling
¢ - Kathodenseitige Kiihlung / Cathode-sided cooling
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Erhéhung des Z, pc bei Sinus und Rechteckstromen mit unterschiedlichen Stromflusswinkeln ©
Rise of Z, p¢ for sinewave and rectangular current with different current conduction angles ©
AZth O rec / AZth O sin
Kiihlung / Cooling © =180° ©=120° ©=90° © =60° © =30°

AZnorec 0,00722 0,01299 0,01773 0,02491 0,03709
e [°C/W]
beidseitig
two-sided A7 _
<th © sin 0,00373 0,00627 0,01001 0,01648 0,02888
[°C/W]
AOZ“‘ © rec 0,00710 0,01277 0,01746 0,02460 0,03664
i [°C/W]
anodenseitig
anode-sided AZ
< th ©sin 0,00365 0,00613 0,00984 0,01633 0,02878
[°C/W]
AZnorec 0,00696 0,01255 0,01728 0,02459 0,03702
. [°C/W]
kathodenseitig
cathode-sided AZ .
oth © sin 0,00338 0,00578 0,00947 0,01610 0,02910
[°C/W]
Zihorec = Zinpc T Aih o rec
Zinosin = Zinoc + Ain o sin
3.500
3.000
ij TVJmax //
v
2.500
//
— 2.000
<
~ 1500
//
1.000 N
//
500 >
T
0 -
0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6
Vr V]

Grenzdurchlasskennlinie / Limiting on-state characteristic it = f(vr)

ij = ij max
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Durchlassverlustleistung / On-state power loss Prav = f(ltav)
Sinusformiger Strom / Sinusoidal current
Parameter: Stromflusswinkel ® / Current conduction angle ©
140 Y T
7
/
120 / -
(/)" e 0 »|180°
N \ \\x\\
\\ \‘\‘\Q\‘
£. 80 N N \\ —
N N
60 1
40 I
0 =30° 60° 90° 120° 180°
20 I | | L1 | |J
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

I 7av [A]
Hochstzulassige Gehdusetemperatur / Maximum allowable case temperature T¢ = f(ltav)
Sinusférmiger Strom / Sinusoidal current
Beidseitige Kuihlung / Two-sided cooling

Parameter: Stromflusswinkel ® / Current conduction angle ©
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krav [A]
Durchlassverlustleistung / On-state power loss Pray = f(ltav)
Rechteckférmiger Strom / Rectangular current
Parameter: Stromflusswinkel © / Current conduction angle ©
140 J J
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6=30° 60° 90°  120° 180° DC
20 || N I I | |
0 200 400 600 800 1000 1200 1400
I'av [A]
Hochstzuldassige Gehdusetemperatur / Maximum allowable case temperature T¢ = f(ltav)
Rechteckférmiger Strom / Rectangular current
Beidseitige Kiihlung / Two-sided cooling
Parameter: Stromflusswinkel ® / Current conduction angle ©
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Steuercharakteristik vg = f (ic) mit Ziindbereichen fiir Vp =12V
Gate characteristic v = f (i) with triggering area for Vp =12V

Hochstzuldssige Spitzensteuerverlustleistung / Maximum rated peak gate power dissipation Pem = f (tg) :

a-20W/10ms b-40W/1ms c¢-60W/0,5ms

10000
)
<
= iy = 1000A
<] 500A ™"
200A =1
100A
R ———— -
- 20A
/
100
1 10 -di/dt [Alps] 100

Sperrverzogerungsladung / Recovered charge Q; = f(di/dt)
Tyi= Tyjmax, VR< 0,5 Vrrm, VrRm = 0,8 VRrM

Parameter: Durchlassstrom / On-state current ity
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0-50V
0,33V

N
\

0,67V

RRM
RRM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12

Anzahl Pulse bei 50Hz Sinus Halbwellen
Number of pulses for 50Hz sinusoidal half waves

13 14 15 16 1

Typische Abhangigkeit des Grenzstromes lrovm von der Anzahl fiir eine Folge von Sinus
Halbwellen bei 50Hz. Parameter: Riickwéartsspannung Vrm
Typical dependency of maximum overload on-state current Irovm as a number of a sequence of
sinusoidal half waves at 50Hz. Parameter: peak reverse voltage Vrm
Irovm = f (pulses, Vru) ; Tyj = Tyjmax

7
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